
大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻

ll. MBE法により段差基板上に成長したGaAs/AIAs

ヘテロ構造の光学的 ･電気的特性

岡 本 直 哉

(111)A面 を斜面 と して もつ段差基板 (図 日
図 1

上のGaAs,AIGaAsのMBE成 長は碓子 デバイ

スや 光デ バイスの新 しい作製 技術 と して注 目

され てお り､ 多 くの研究 グループ によ りその

斜面 上の特性 が調 べ られ て いる｡ 1･2) しか

し､ 今までに段差基板上 のGaAs/AIAsヘテ ロ

捕道 の特性 につ いて報告 され た例 はな い｡

そ こで段差基板 上 に井 戸帽 ((loo)面上 )が

48.72,120.240AのGaAs/AIAs息子 井戸 構造 を 図 2

基板 温度 540℃ で成長 し､ その斜面上 のGaAs

/AIAsヘテ ロ捕 遇の光学的特性 を調べ た｡ 図 2

は段 差基板上 の量 子井戸 の PLスペ ク トルで

ある｡ 日00)面 か らの発光以外 に も.発 光がみ

られ､ これは斜面 か らの東光 と思●ゎれ る｡ こ

れ よ り斜面上の皇子井戸 に旦 子準 位が で きて

いる ことが確認 され､ その斜面 上の井 戸帽 は

90.180Aにな り､ それ ぞれ (100)面上 で 120,図 3

240Aに相 当す ることか ら斜面 上 のGaAsの成長

速度 は 日00)面 上の75%にな るこ とが わか ったO

ま たその応 用 と して段 差基板上 にGaAs/AIAs

共喝 トンネル ダイオー ドを作 製 し､ その斜面

上の トンネル電流の観 測 を行 うこ とに した｡

図3は (100)而■上 の共鳴 トンネルダ イオー ドの

I-V測定の結果 で あ る｡ しか し､ 段差基板
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上の 共喝 トンネルダイオ ー ドの Ⅰ-V特性 は

その 素子作兜 がかな り困 難で､ ま だ測定で きて いな い｡ 現在､ 実額 中で､ 修 論 発

表会 で報 告で きるか も しれ な い｡
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